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一、功率器件设计 

 

1.1、 MOSFENT  

1.1.1、 电压：VMOS > VDCmax + VOR − 150    （反激）         

1.1.2、  电流：IMOS > 2 ∗ IOP            IOP过流保护点               

 

1.2、二次整流管 

1.2.1、 电压：VF＞
(VDCmax ∗1.414)

n
∗ 1.2 + VO 

1.2.2、电流： 2*IOMIN，并能承受瞬间大电流；通常选 3*IO。 

1.2.3、采用正向压降较小的二极管，肖特基；超快恢复二极管压降虽小，但会

产生严重的 EMI 问题和噪声，需谨慎使用。其次也可用高效率整流管，

但压降会较大，影响效率。 
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二、输入回路设计 

 

2.1、 保险丝 

2.1.1、电压：对全电压输入:VF=250V，低压输入: VF=125V 

2.1.2、电流：IFUSE =2…3 倍*IAC； IAC =  
PIN

VA Cmin ∗PF
 

 

2.2、NTC ：电流：INTCmin =
PIN

VACmin ∗PF
*2    可与 FUSE 同选 

 

2.3、压敏电阻 

2.3.1、电源常用三种规格及电压参数：  

 241—ACVrms 150Vrms  DC 200V；  

271—ACVrms 175Vrms  DC225V ； 

471—ACVrms 300Vrms  DC385V  

2.3.2、承受能力焦耳数：V1ma = 2 ∗ vac  如 10D 可过 4500V,做雷击试验时经验

调试。不做雷击时可不用。 

 

2.4、一次整流 

2.4.1、电压：对通用输入VDF > 600𝑉 

2.4.2、电流：IDFmin = 2 ∗ IDC ； 通常选 3*IDC 
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2.4.3、一般采用普通整流二极管，有时也会用快恢复，但可能会有 EMI 问题， 

       具体测 EMI 时调试。 

 

2.5、一次滤波电容 

2.5.1、耐压：对通用输入VC＞1.414 ∗ VACmax 

2.5.2、容量：CIN =
IDC ∗T

△V
  ； T =

1

fin ∗2
     

 (△ V纹波电压，fin输入频率，T放电维持时间)。经验值：通用输入可取 2…3UF/W；

固定输（220V）取 1UF/W 

2.5.2、针对∏型滤波，电感的感量和变压器初级感量差不多就 OK 了，一般用在

小功率。此时上计算出的电容值可对半分为 2PCS。 
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三、PWMIC 周边设计 

 

3.1、启动电阻 

3.1.1、 R1 =
VDCmin

ITOTAL
  ;    ITOTAL = IINST + C1 ∗

dv

dt
   

        IINST 蕊片启动电流， dv 蕊片启动电压，dt 启动时间。 

3.1.2、工作电压：对通用输入，用 1PCS1/2W，用 1206 贴片至少需 2PCS 串连。 

3．1.3、功率：PR1 = 2 ∗ VR1max ∗ IINST    VRmax 为电阻两端电压，当电阻功率不

够时，可选用更大的或多个串连（减小电阻两端电压），以及并联。  

                      

3.2、PWM 振荡频率 

fs有的为内置固定，有的为曲线，有的是公式，具体需查看所选 IC 说明。 

如 OB2269：  fs =
1560

R3
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3.3、电流检测 

3.3.1、电流检测电阻:R6 =
V limit ∗2

IPK
   Vlimit 为 IC-SENSE 引脚检测限制电压。 

3.3.2、IC-SENSE 与检测电阻连接，有时需接 RC 滤波网络改善波形，滤除杂波。

是根据R6上流过电流所形成的电压波形VS，对 RC 充放电时间常数来整形，

使VS更加有规则的波形尖峰来做信号。RC 计算麻烦且计算结果不太理想。

因此可根据实际经验结合 IC 资料进行调试，R5 范围一般为几百到几 K

欧，电容一般为几百 PF 到几 nF。 

3.4、MOSFET 驱动电路 

3.4.1、驱动电阻 R4：用来消除由 MOSFET 结电容和分布电容引起的高频振荡，一

般为几欧到几十欧。过小对 EMI 改善不明显，过大会增加 MOSFET 导通损

耗。 

3.4.2、R4 并联反偏普通二极管 D2，可以改善 MOSFET 的关断损耗。 

3.4.3、R7 通常使用 10K，当 MOSFET-G 悬空时，G 极电压会升高，从而导致损坏

MOSFET，而 R7 提供了一个回路，保护了 MOSFET。 

3.5、VCC 

3.5.1、二极管 D1：通常用普通整流管和高效率整流管。 

3.5.2、电阻 R2：一般为几欧到几十欧 

3.5.2、电容 C1：一般为 10---47UF 电解电容。参考蕊片资料。 

 

3.5.6、FB 

FB 与光耦连接时需加电容进行补偿和去偶，通常为几百 PF 到一百 nF。当然也有

例外，如 PI 的 TOP 系列有时还需加几十 UF 的电解电容。具体参考蕊片资料。 

如果需限流电阻，通常为几欧至一百欧 
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 四、吸收电路设计 

 

4.1、一次 RCD 吸收电路 

4.1.1、C =
0.5∗IP∗tf

0.7∗VDS
    tf漏级电流下降时间, VDSMOSFET 耐压值。 

4.1.2、R =
0.5∗tmin

C
    tmin 为 C 对 R 的最小放电时间 

4.1.3、经验取值： 

D 选择普通、快速、超快速均可，对损耗和 EMI 会有点影响，一般可选 1A1000V。 

C 通常为几百 PF 到 10nF，耐压需大于 MOSFET,一般为 1000V 

R 一般为 50---150KΩ，2—3W 

 

4.2、二次 RC 吸收电路 

计算比较麻烦且不理想，经验取值:C 为 100PF…2.2Nf/500V，R 为几Ω到几百Ω。

C 越大、R 越小吸收效果越好，但损耗越大。  
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五、输出回路设计 

 

5.1、二次滤波电感选择 

滤波电感的感量不宜过大，否则移相过大，反馈不稳，容易产生自激。通

常设定在开关频率的1/5…1/10 之间，因此一般小于 100uH，甚至为几 UH。

具体根据开关频率进行调试。 

5.2、二次滤波电容选择 

对于 CLC 滤波结构，L 前 C，查看所选电容的额定纹波电流，可采用多个并

联，使大于IO*1.2。L 后 C，考虑前级是否满足纹波电压要求，还需考虑抑制负

载电流的变化，具体几百 UF 至几 KUF。 

一般公式：C =
△I

0.08∗f∗△V
 UF    △ I取IO的 20---30%   △ V想得到的纹波电压 

          ESR=
△V

△I
         实际应用可比计算值大一点 
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六、反馈环路设计 

 

5.1、取样电阻 

TL431 参考输入端电流要求大约为 2uA，为避免影响分压比和噪声，取流过

R2 的电流为 TL431 参考输入端电流的 100 倍以上，所以此电阻要小于

2.5V

200uA
= 12.5KΩ,而太小会影响空载功耗。一般设定在 5---10KΩ。 

那么：R1 = （
VO

2.5
− 1） ∗ R2   

 

5.2、光耦限流电阻和 TL431 死区电流补偿电阻 

5.2.1、PC817 发光二极管允许最大电流为 50mA 左右，设其压降为 1.2V，于是有：      

R3＜
VO−1.2−2.5

50
  。而一次部份，开关脉宽会线性变化，因此光耦中三极管

的电流也应在这个范围内变化，那么流过它的电流应在 2---6mA。而光耦中

三极管是受发光二极管控制的，那么发光二极管电流应在 3mA 左右。 

     即：R3 =
VO−1.2−2.5

3
 

5.2.2、TL431 死区电流为 1mA，最大工作电流为 100MA，一般选 20mA 就可以了。 
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因此有：R4＜
VO−1.8

1
     ；  R4＞

VO−1.8

100−IF
 ；IF为光耦电流 

建议R4＞R3。当VO大于 7.5V 时此电阻可以不要。 

                 

5.2.3、对小功率经验：C1 一般为 0.1UF，R5 为几欧至几 K 即可，作用是提升相

位裕量。如需计算，一般设定在功率频率的 1/5 处，来具体取值。 

PC817 参数 

  


